
공개특허 특2003-0064825

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

B23K 15/00

(11) 공개번호

(43) 공개일자

특2003-0064825

2003년08월02일

(21) 출원번호 10-2003-7007969

(22) 출원일자 2003년06월13일

번역문 제출일자 2003년06월13일

(86) 국제출원번호 PCT/US2001/48480 (87) 국제공개번호 WO 2002/47865

(86) 국제출원출원일자 2001년12월13일 (87) 국제공개일자 2002년06월20일

(30) 우선권주장 60/256,110 2000년12월15일 미국(US)

(71) 출원인 토소우 에스엠디, 인크

미합중국 오하이오주 그로브 시티, 간즈 로우드 3600(우편번호:43123)

(72) 발명자 이바노브,에우게네,와이.

미국,오하이오43123,그로브시티,윈저플레이스3198

코나르드,해리,더블유.

미국,오하이오43146,오리엔트,해리스버그런던로드7493

(74) 대리인 이병호

심사청구 : 없음

(54) 고전력 스퍼터링 작업을 위한 마찰 끼워맞춤 타겟 어셈블리

요약

본 발명은 고전력 작업을 위한 최신 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트(target/backing assembly) 어셈블리들(10) 및 저

온에서 상기 어셈블리들(10)을 제작하는 방법에 관한 것이다. 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리들(10)은 유사

하지 않은 팽창의 열 계수들을 갖는 타겟들(12) 및 백킹 플레이트들(16)을 포함한다. 합체된 타겟들(12) 및 백킹 플레

이트들(16)이 유사하지 않은 팽창의 열 계수들을 가질지라도, 그것들은 구부러지거나 휘지 않고 높은 스퍼터링 온도

에서 함께 본딩되어 사용될 수 있고, 특정 타겟 금속과 일반적으로 본딩된 백킹 플레이트들(16)을 이용할 수 있다. 상

기 제작 방법에 있어서, 복수의 수 돌출부(male projection)들(16)은 다른 표면에 형성된 복수의 대응하는 암 홈(fem

ale groove)들(32)과 어셈블리(10)의 하나의 부재에 형성된다. 어셈블리(10)는 수(26) 및 암 부분들(32)을 둘러싸는 

고리모양의 존(annular zone) 주위에 종래 기술들에 의해 본딩된다. 그 결과, 어셈블리(10)는, 돌출부들이 암 리세스

들로 강제 끼워맞춰지도록 저온에서 압력 합체된다.

대표도

도 1

색인어

진공 엔클로져, 솔더링, 브레이징, 클램핑

명세서
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기술분야

본 발명은 고전력 작업을 위한 타겟 및 백킹 플레이트(target/backing plate) 어셈블리들을 스퍼터링하고, 그것들을 

저온에서 제작하는 방법에 관한 것이다.

배경기술

캐소딕 스퍼터링(cathodic sputtering)은 바람직한 기판들 상에 재료의 얇의 층들을 침착시키기 위해 넓리 사용되고 

있다. 기본적으로, 이러한 공정은 기판 상의 층 또는 박막으로서 침착될 재료로 형성된 면을 갖는 타겟의 가스 이온 충

돌을 요구한다. 타겟의 이온 충돌은, 타겟 재료의 원자들 또는 분자들이 스퍼터링되도록 할 뿐만 아니라, 상당한 열 에

너지를 그 타겟에 전달한다. 이러한 열은 타겟과 열 교환 관련하여 배치되는 열 전도 백킹 플레이트 아래 또는 그 주

변에서 통상적으로 순환되는 냉각액의 사용에 의해 분산된다.

그러한 타겟은 불활성 가스, 양호하게는 아르곤을 포함하는 진공 챔버 내에 애노드와 함께 배치되는 캐소드 어셈블리

의 일부를 형성한다. 고전압 전계는 캐소드 및 애노드에 걸쳐 인가된다. 불활성 가스는 캐소드로부터 배출된 전자들과

충돌함으로써 이온화된다. 양극으로 하전된 가스 이온들은, 타겟 표면과 충돌할 시에 캐소드로 끌어 당겨지고, 타겟 

재료를 제거한다. 제거된 타겟 재료들은 진공 엔클로져(evacuated enclosure)을 트래버싱(traverse)하고, 일반적으

로 애노드 근방에 배치되는 바람직한 기판 상에 박막으로서 침착한다.

전계의 사용 이외에, 스퍼터링 레이트들을 증가시키는 것은, 전계를 통해 겹쳐지고 타겟의 표면을 통해 폐쇄된 루프 

구성에서 형성되는 아치 형상의 자계의 동시 사용에 의해 달성되어 왔다. 이러한 방법들은 마그네트론 스퍼터링(mag

netron sputtering) 방법들로서 공지되어 있다. 아치 형상의 자계는 타겟 표면에 인접한 고리모양의 영역(annular re

gion)에서 전자들을 트랩(trap)시키고, 그에 의해 타겟 재료를 제거하도록 타겟에 충격을 가하는 상기 영역에서 양극

으로 하전된 가스 이온들의 수를 증가시키기 위해 그 영역에서 전자 가스 원자 충돌들의 수를 증가시킨다. 따라서, 타

겟 재료는, 타겟 레이스웨이(target raceway)로서 공지된, 타겟 면의 일반적인 고리모양 섹션에서 침식된다(즉, 기판 

상의 후속하는 침착을 위해 소모된다).

통상적인 타겟 캐소드 어셈블리들에 있어서, 타겟은 비자기성 백킹 플레이트에 부착된다. 일반적으로, 백킹 플레이트

는 타겟의 이온 충돌에 의해 생성된 열을 빼앗도록 물로 냉각된다. 통상적으로, 타겟의 노출된 면 주위에서 확장하는 

루프 또는 터널의 형태로 상기 언급된 자계를 형성하도록, 공지된 침착 방식으로 자석들이 백킹 플레이트 아래에 배

열된다.

타겟 및 백킹 플레이트 사이에 양호한 열 및 전기 접촉을 달성하기 위해, 이러한 부재들은 일반적으로, 솔더링(solderi

ng), 브레이징(brazing), 확산 본딩(diffusion bonding), 클램핑(clamping) 수단, 및 에폭시 시멘트(epoxy cement) 

등에 의해 서로 부착된다. 그러나, 이러한 방법들에 의해 본딩된 스퍼터 타겟 어셈블리들은 높은 스퍼터링 온도에서, 

특히 타겟 및 백킹 플레이트에 대한 열 팽창의 계수들 사이에 큰 차가 존재할 때 구부러지거나 휘어질 수 있다. 많은 

경우들에 있어서, 높은 스퍼터링 조건들에서 플레이트들의 구부러짐 및 휨을 최소화하기 위해, 유사한 열 팽창 계수

들을 갖는 타겟들 및 백킹 플레이트들이 함께 본딩된다.

많은 경우들에서, 타겟들 및 백킹 플레이트들은 확산 본딩될 수 있다. 그러나, HIP 캔(HIP can)들에서 수행되는 확산 

본딩들과 관련하여 구체적으로 말하면, HIP 캔들은 HIP 공정 동안 누설될 수 있고, 그에 의해 HIP 캔 내의 오염 또는 

잔여 공기로 인해 백킹 플레이트에 본딩하는 금속 타겟을 방해하거나 감소시킬 수 있다.

추가적으로, 상기 개시된 본딩 방법들 중 일부와 관련될 수 있는 고온은 타겟 금속 내에서 바람직하지 않은 그레인 성

장(grain growth)을 결과로 나타낼 수 있다.

발명의 상세한 설명

본 발명은 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리들의 합체(consolidation)를 제공하는 저온에서의 본딩 방법에 관

한 것이다. 이러한 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트는 유사하지 않은 열 팽창 계수들을 갖는 타겟들 및 백킹 플레이트들

로 구성된다. 타겟 및 백킹 플레이트가 유사하지 않은 열 팽창 계수들을 가질지라도, 상기 방법들은, 이러한 최신 어셈

블리들이 현저한 구부러짐 또는 휨 없이도 높은 스퍼터 링 온도에서 함께 본딩되어 사용되도록 한다. 결과적으로, 이

러한 스퍼터 타겟 어셈블리들은 특정 타겟 금속과 일반적으로 본딩된 종래의 백킹 플레이트들 보다 더 높은 열 및 더 

낮은 전기 전도성을 갖는 백킹 플레이트들을 이용할 수 있다. 최근에, 이러한 방법은, 타겟 어셈블리가 저온에서의 합

체로 인해 타겟 금속에서 그레인 성장을 최소화하도록 한다.
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본 발명에 있어서, 타겟 및 백킹 플레이트는 복수의 돌출부(projection)들 및 홈(groove)들이나, 그의 다른 튀어나온 

표면 부분들을 갖도록 형성된다. 두드러지게는, 돌출부들 또는 튀어나온 부분들의 머시닝(machining)은 가장 단단한 

표면을 갖는 타겟 또는 백킹 플레이트에 반드시 제한되지는 않는다. 이러한 돌출부들 또는 튀어나온 부분들은 타겟 

또는 백킹 플레이트의 내부 표면을 따라 형성된다. 그 결과, 돌출된 표면은, 접합이 발생할 타겟 및 백킹 플레이트 인

터페이스를 따라 어셈블리의 다른 부재의 짝이되는 표면(적절하게 배치된 짝이되는 부재들을 가짐) 옆에 배치된다.

계면(interfacial) 표면 어셈블리의 주변 경계는, 양호하게는 진공 하에서, 전자 빔 웰딩(electron beam welding), TI

G 웰딩, 마찰 웰딩, 솔더링, 브레이징 등과 같은 종래 수단에 의해 접합된다. 그 결과, 상기 어셈블리에서는 저온, 양호

하게는 실온에서 압력이 가해진다.

타겟 또는 백킹 플레이트 중 어느 하나를 따라 형성된 돌출부들은 타겟 및 백킹 플레이트 인터페이스를 따라 짝이되

는 부재들로 침입한다. 돌출부들은 반대의 짝이되는 표면 상의 홈들로 침입한다. 돌출부들 및 홈들은, 침입 후에 강제 

또는 마찰 끼워맞춤 접합이 형성되도록 서로 다른 크기들을 갖는다.

이러한 저온 본딩 방법은 최신 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리들의 합체를 가능하게 한다. 이러한 스퍼터 타

겟 및 백킹 플레이트 어셈블리들은, 자신들이 유사하지 않은 열 팽창 계수들을 갖는 타겟들 및 백킹 플레이트들 포함

하므로 종래 방식이 아니다. 예를 들어, 타겟 및 백킹 플레이트의 열 팽창 계수들(TEC) 사이의 차는 약 2.4 보다 더 클

수 있고, 사전 데이터는, 4 보다 더 큰 TEC에서의 차들을 갖는 타겟들 및 백킹 플레이트들이 또한 성공적으로 본딩될

수 있고, 그 결과 고전력 20-30kw 스퍼터링 공정들에서 사용될 수 있다는 것을 제안한다. 그러한 공정들에서, 타겟 

온도는 약 200℃- 300℃에 도달할 수 있다. 추가적인 금속 인서트(insert)는, 어셈블리 공정 동안 타겟 및 백킹 플레

이트 사이에 배치될 수 있다.

Ti 타겟들에 관하여 구체적으로 말하면, 종래 기술의 확산 본딩은 저온 전도성을 갖는 종래의 AL 6061 백킹 플레이

트들에 제한되어 왔다. 이와 대조적으로, 일시적인 방법에 의해 형성된 한가지 그러한 양호한 어셈블리는 Ti 타겟, 또

는 어셈블리의 주변 경계에 인접하여 배치된 최신 Cu-1%Cr 백킹 플레이트 및 Cu-Ni 인서트를 갖는 Ti들의 합금이

다.

이러한 양호한 최신 어셈블리에 있어서, Ti 타겟 및 Cu-1%Cr 백킹 플레이트는, 약 17.6인 Cu-1%Cr 및 약 8.9인 Ti

와 서로 다른 열 팽창 계수들을 갖는다. 열 팽창 계수들이 유사하지 않을지라도, 본딩된 어셈블리는 고전력 레벨 스퍼

터링 조건들 동안 실질적으로 분리되고/되거나 구부러지지 않는다. 결과적으로, 이러한 최 신 어셈블리는, 보다 높은 

열 전도성 및 보다 낮은 전기 전도성을 갖는 Cu-1%Cr 백킹 플레이트를 이용할 수 있고, 그 밖에 종래 AL 6061 백킹 

플레이트를 이용할 수 있다.

추가적으로, 양호한 어셈블리에서 사용되는 Cu-Ni 인서트는 또한, 맴돌이 전류(eddy current)를 감소시키는 낮은 전

기 전도성을 갖고, 고전력 애플리케이션들에서의 사용을 허용하는 합리적인 고열 전도성을 갖는다. 따라서, 이러한 C

u-Ni 인서트는 또한, Ti 타겟, 및 최신 고전력 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리를 형성하도록 본 명세서에 개

시된 저온 방법들 하에서의 Ti의 합금들에 본딩될 수 있는 백킹 플레이트로서 사용될 수 있다.

저온에서 성공적으로 본딩될 수 있는 다른 고전력 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 조합들은 Co 타겟, 또는 Cu-1%Cr 

백킹 플레이트에 본딩된 Co의 합금들이거나, Ta 타겟, 또는 Ti 또는 Ti 합금 백킹 플레이트에 본딩된 Ta의 합금들을 

포함하는 것들로 발견되었다.

본 발명의 다른 목적들 및 장점들은 다음에 따르는 기술, 첨부 도면, 및 특허 청구 범위로부터 명확해질 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 원통형 구멍들로의 인서트를 위해 준비한 원통형의 수 돌출부(male projection)들의 형태로 마찰 끼워맞춤 접

합 메카니즘들을 도시하는 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리의 간략화된 단면도.

도 2는 하나의 부재에서 사각의 수 돌출부들을 갖는 접합 부재들의 또다른 실시예를 도시하는 개략적인 단면도.

도 3은 짝이되거나 본딩되는 위치에서의 도 1에 도시된 어셈블리의 개략적인 단면도.

도 4는 짝이되거나 접합되는 위치에서의 도 2 에 도시된 어셈블리의 개략적인 단면도.

도 5는 본딩 이전에 도 1의 어셈블리의 부분적으로 확대된 사시도.
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도 6은 본딩 이전에 도 2의 어셈블리의 부분적으로 확대된 사시도.

실시예

우선 도 1로 가면, 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리(10)가 도시된다. 어셈블리(10)는, 종래의 스퍼터링 방법들에 따라

이온 충돌을 통해 타겟(12)으로부터 배출되고, 바람직한 기판(도시되지 않음)으로 트래블링(travel)하고 그에 코딩하

려는 금속 또는 금속 합금을 전달하는 상부측(14)을 갖는 타겟(12)을 포함한다.

백킹 플레이트(16)에는 계면 표면 영역(22)(도 3 및 도 4)을 규정하도록 백킹 플레이트(16)의 짝이되는 표면(20)과 

짝이되도록 적응된 타겟(12)의 짝이되는 표면(18)이 타겟(12) 아래에 제공된다. 일반적으로, 물과 같은 열 교환액(도

시되지 않음)은 어셈블리(10)의 스퍼터링 작업 동안 어셈블리(10)를 냉각시키도록 백킹 플레이트(16)의 하부측(24)

에 인접하여 순환된다.

도 1의 실시예에 도시되는 바와 같이, 복수의 원통형 수 돌출부들(26)은 백킹 플레이트(16)의 짝이되는 표면(20)으로

머시닝되고, 타겟 플레이트(12)의 짝이되는 표면(18)에는 수 돌출부들(26)의 직경 보다 더 작은 직경의 대응하는 원

통형 암 홈(female groove)들(32)이 제공된다.

어떤 경우들에 있어서, 링과 같은 형태로, 타겟(12) 및 백킹 플레이트(16) 사이에 어셈블리(10)의 주변 경계(34)에 인

접하여 인서트(33)를 제공하는 것이 바람직하다. 인서트(32)는 백킹 플레이트(16)에 타겟(12)의 본딩을 향상시킨다.

어셈블리(10)는 우선적으로, 주변 경계(34)에 인접한 고리모양의 밴드 또는 존(36)(도 3 및 도 4)을 따라 본딩된다. 

어셈블리(10)의 고리모양 존(36)에 따른 이러한 초기의 본딩은 진공 조건들 하에서의 E 빔 웰딩, TIG 웰딩, 및 마찰 

웰딩 등과 같은 종래 수단에 의해 달성될 수 있다. 양호하게는, 타겟(12) 및 백킹 플레이트(16)의 주변 경계들(34)의 

본딩은 진공 조건들 하에서 E 빔 웰딩을 통해 수행된다.

주변 본딩 후에, 어셈블리(10)는 약 50 톤-5,000 톤의 압력으로 가압을 통해 합체된다; 양호하게는 실온 내지 약 38

℃의 저온 조건들 하에서, 약 1,000 톤 보다 작다. 수 돌출부들(26)은 대응하는 암 홈들(32)로 마찰 끼워맞춰진다. 그 

결과, 본 발명의 잠금 접합(locking joint)은 수 돌출부(26) 및 대응하는 암 홈(32) 사이에 형성된 마찰 끼워맞춤 접합

으로서 기술될 수 있다. 또한, 당업자는, 주변 본딩이 압력 합체 후에 발생할 수 있다는 것을 이해할 것이다.

저온 압력 합체 후에, 어셈블리(10)는 0.5 내지 4 시간의 기간 동안 실온 내지 400℃에서 행해지는 저온 어닐링 단계

에 적용될 수 있다. 이것은 압력 합체된 표면들의 적절한 유착을 보증할 것이다.

용어 '저온 압력 합체'는, 타겟 및 백킹 플레이트의 보다 낮은 용융 부재의 용융 온도의 약 50% 보다 작은 온도에서 발

생할 수 있는 압력 합체를 뜻한다.

양호하게는, 이러한 온도는 약 200℃ 보다 더 작다; 가장 양호하게는 실온에서 약 38℃ 까지이다.

도 2로 가면, 타겟(12) 및 백킹 플레이트(16)가 저온 압력 합체에 의해 접합될 수 있는, 본 발명의 또다른 실시예가 도

시되어 있다. 여기서, 수 돌출부들(26)은, 타겟 플레이트(12)에 형성된 사각 암 홈들(32)로 강제 끼워맞춰지는 연장된

사각의 단면화된 부재들의 형태로 도시된다.

도 3 및 도 4는, 저온 압력 합체에 의해 수 돌출부들(26)이 그들의 짝인 암 홈들(32)에 마찰없이 끼워맞춰지고, 타겟(

12) 및 백킹 플레이트(16)가 긴밀하게 접합되는 도 1 및 도 2의 어셈블리들의 짝이되는 위치들 각각에서의 상기 어셈

블리들을 도시한다.

도 5는 도 1의 실시예의 수 돌출부들(26) 및 암 홈들(32)을 사시적으로 도시한다. 수 돌출부들(26)은 원통형 암 홈들(

32)과 짝이되도록 적응된 원통형 다웰(dowel)같은 돌출부의 형태이다. 암 홈들(32)은 돌출한 수 돌출부들(26)의 외

부 직경 보다 더 작은 내부 직경을 갖는다. 도시되는 바와 같이, 수 돌출부들(26) 및 암 구멍들(32)은 집중적으로 배열

된 고리모양의 열들의 패턴으로 배열된다.

도 6은 도 2의 실시예에 도시된 수 돌출부들(26)/암 홈들(32)을 도시한다. 여기서, 수 돌출부들(26)은 보다 작은 암 

구멍들(32)로의 수용을 위해 적응된 연장된 사각의 단면화된 스터드들의 형태이다.

이러한 본딩 방법은 최신 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리들(10)의 합체를 가능하게 한다. 이러한 스퍼터 타겟

및 백킹 플레이트 어셈블리들(10)은, 자신들이 유사하지 않은 열 팽창 계수들을 갖는 타겟들(12) 및 백킹 플레이트들

(16)을 포함하므로, 종래 방식과 다르다. 추가적인 금속 인서트(33)는 어셈블리(10)를 본딩하는 것을 보조하도록 타
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겟(12) 및 백킹 플레이트(16) 사이에 배치될 수 있다. 합체된 타겟들(12) 및 백킹 플레이트들(16)이 유사하지 않은 열

팽창 계수들을 가질지라도, 이러한 최신 어셈블리들(10)은 구부러짐 또는 휨 없이 높은 스퍼터링 온도에서 함께 본딩

되어 사용될 수 있다. 또한, 이러한 최신 스퍼터 타겟 어셈블리들(10)은, 보다 높은 열 및 보다 낮은 전기 전도성을 갖

는 백킹 플레이트들(16)을 이용할 수 있고, 따라서 종래 백킹 플레이트들은 일반적으로, 특정 타겟 금속(12)과 본딩된

다.

추가적으로, 이러한 저온 방법이 최소로 타겟 금속(12)에 그레인 성장을 유지하기 때문에, 본 발명은 또한, 합체에 있

어서 보다 높은 온도를 요구하는 확산 본딩 및 다른 접합 기술들에 대한 장점들을 제공한다.

본 발명은, 본 발명을 제한하지 않는 본 발명의 특정 실시예들과 관련하여 추가적으로 기술될 것이다.

예 1

최신 스퍼터 타겟 어셈블리는 도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같은 본 발명에 따라 본딩되었다. 타겟은 고순도 Ti로 구성

되었고, 백킹 플레이트는 Cu-1%Cr로 구성되었다. 타겟 및 백킹 플레이트의 열 팽창 계수들 각각은 약 8.9 및 17.6이

다. 수 돌출부들에는 약 0.05'의 높이를 갖는 각각의 돌출부가 백킹 플레이트에서 제공 된다. 양호하게는 1-50% Ni를

갖는 Cu-Ni를 포함하는 인서트는 어셈블리의 주변 경계에 인접하여 배치되었다. 어셈블리의 주변 경계 주위의 고리

모양의 존은 진공 하에서 웰딩된 E 빔이다. 그 결과, 어셈블리의 전체 두께가 약 0.1'만큼 감소되도록 실온에서 압력 

합체되었다.

타겟 및 백킹 플레이트의 열 팽창 계수들이 유사하지 않을 지라도, 본딩된 어셈블리는, 이러한 어셈블리가 보다 높은 

열 전도성 및 보다 낮은 전기 전도성을 갖는 백킹 플레이트와, 그 밖에 Ti 또는 Ti 합금 타겟들을 이용하는 종래 어셈

블리들을 이용하는 것을 가능하게 하는 고전력 레벨 스퍼터링 조건들 동안 분리되고/되거나 구부러지지 않는다.

예 2

최신 스퍼터 타겟 어셈블리는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같은 본 발명에 따라 본딩되었다. 타겟은, 양호하게는 1-50

% Ni를 갖는 Cu-Ni로 구성된 백킹 플레이트와 고순도 Ti로 구성되었다. 수 돌출부들에는 약 0.1'의 높이를 갖는 각

각의 돌출부가 백킹 플레이트에서 제공되었다. 인서트는 사용되지 않았다. 어셈블리의 주변 경계 주위의 고리모양의 

존은 진공 하에서 웰딩된 E 빔이다. 그 결과, 어셈블리의 전체 두께가 약 0.1'만큼 감소되도록 어셈블리는 실온에서 

압력 합체되었다.

Cu-Ni 백킹 플레이트는, 맴돌이 전류를 감소시키는 낮은 전기 전도성을 갖고, 보다 높은 열 전도성을 가지며, 그 밖에

종래 백킹 플레이트들은, 타겟이 Ti 또는 Ti 합금들로 구성된 고전력 애플리케이션들에서 사용된다. 열 팽창 계수들

이 유사하지 않을 지라도, 예 1과 유사한 본딩된 어셈블리는, 이러한 어셈블리가 보다 높은 열 전도성 및 보다 낮은 전

기 전도성을 갖는 백킹 플레이트와, 그 밖에 Ti 또는 Ti 합금 타겟들을 사용하는 종래 어셈블리들을 이용하는 것을 가

능하게 하는 고전력 레벨 스퍼터링 조건들 동안 분리되고/되거나 구부러지지 않는다.

예 3

본 발명에 따라 본딩될 수 있는 또다른 최신 스퍼터 타겟 어셈블리는 도 1 및 도 2에 도시되는 바와 같이, 고순도 Co

로 구성된 타겟 및 Cu-1%Cr로 구성된 백킹 플레이트를 포함한다. 수 돌출부들에는 약 0.1'의 높이를 갖는 각각의 돌

출부가 백킹 플레이트에서 제공된다. NiV를 포함하는 인서트는 어셈블리의 주변 경계에 인접하여 배치된다. 어셈블

리의 주변 경계 주위의 고리모양의 존은 진공 하에서 웰딩된 E 빔이다. 그 결과, 어셈블리의 전체 두께가 약 0.1'만큼 

감소시키도록 실온에서 압력 합체된다.

열 팽창 계수들이 서로 다를 지라도, 본딩된 어셈블리는, 이러한 어셈블리가 보다 높은 열 전도성 및 보다 낮은 전기 

전도성을 갖는 백킹 플레이트와, 그 밖에 Co 또는 Co 합금 타겟들을 사용하는 종래 어셈블리들을 이용하는 것을 가능

하게 하는 고전력 레벨 스퍼터링 조건들 동안 분리되고/되거나 구부러지지 않는다.

예 4

도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따라 본딩될 수 있는 또다른 최신 스퍼터 타겟 어셈블리는 고순도 Ta로 

구성된 타겟 및 Ti 또는 Ti 합금들로 구성된 백킹 플레이트를 포함한다. 수 돌출부들에는, 약 0.1'의 높이를 갖는 각각

의 돌출부가 백킹 플레이트에 제공된다. 인서트는 사용되지 않았다. 어셈블리 주변 경 계 주위의 고리모양의 존은 진

공 하에서 웰딩된 E 빔이다. 그 결과, 어셈블리의 전체 두께가 약 0.1'만큼 감소되도록 어셈블리는 실온에서 압력 합

체되었다.
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다시, 상기 예들과 유사하게는, 열 팽창 계수들이 서로 다를 지라도, 본딩된 어셈블리는, 이러한 어셈블리가 보다 높은

열 전도성 및 보다 낮은 전기 전도성을 갖는 백킹 플레이트와, 그 밖에 Ta 또는 Ta 합금 타겟들을 사용하는 종래 어

셈블리들을 이용하는 것을 가능하게 하는 고전력 레벨 스퍼터링 조건들 동안 분리되고/되거나 구부러지지 않는다.

본 명세서에 기술된 상기 방법들, 및 상기 방법들에 따라 생성된 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리들이 임의의 특정 형

태들 및 그의 특정한 수정들과 함께 기술된 반면에, 폭넓은 다양한 수정들이 첨부된 특허 청구 범위에 규정된 바와 같

은 본 발명의 범위 및 정신으로부터 벗어나지 않고도 이루어 질수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 본 명세서에서의 

금속 또는 금속 구성요소에 대한 레퍼런스는 상기 언급된 금속의 합금화된 형태들에 대한 레퍼런스를 포함한다는 것

을 유념해야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
스퍼터링될 금속 또는 합금으로 구성된 타겟 및 밑에 있는 금속 백킹 플레이트 부재(underlying metallic backing pl

ate member)를 포함하는 본딩된 스퍼터 타겟 및 백킹 플레이트 어셈블리를 준비하는 방법에서, 상기 타겟 및 백킹 

플레이트를 짝이되는 표면들을 따라 접합하는 방법에 있어서,

a) 상기 짝이되는 표면들 중 적어도 하나에 복수의 수 돌출부(male projection)들 및 상기 짝이되는 표면들 중 다른 

하나에 복수의 암 홈(female groove)들을 형성하는 단계,

b) 서로 인접한 상기 타겟 및 백킹 플레이트를 배치하는 단계로서, 상기 타겟 및 백킹 플레이트는 상기 짝이되는 표면

들에 의해 규정된 인터페이스를 갖고, 상기 타겟은 Ti, Co, Ta, 및 그의 합금들로 구성된 그룹으로부터 선택된 재료를

포함하며, 상기 백킹 플레이트는 CuCr, Ti, Ti 합금, Cu, 및 CuNi로 구성된 그룹으로부터 선택되는, 상기 배치 단계,

c) 어셈블리를 형성하도록 주변 경계에 가까운 상기 타겟 및 백킹 플레이트 사이에 웰딩가능한 인서트(insert)를 삽입

하는 단계, 및

d) 상기 수 돌출부들이 상기 암 홈들로 마찰 끼워맞춰지도록 저온 조건들 하에서 상기 어셈블리를 압력 합체하는 단

계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 어셈블리의 상기 주변 경계에 가까운 상기 어셈블리를 본딩하는 추가적인 단계 e)를 포함하는, 타겟 및 백킹 플

레이트 접합 방법.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 단계 e)는 상기 단계 c) 이후 및 상기 단계 d) 이전에 수행되는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 4.
제 3 항에 있어서,

상기 단계 e)는 상기 어셈블리의 e 빔 웰딩(e-beam welding) 단계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 5.
제 2 항에 있어서,

상기 단계 e)는 상기 주변 경계에 인접하여 위치된 고리모양의 존(annular zone)에 따라 상기 타겟 및 상기 백킹 플레

이트를 e 빔 웰딩하는 단계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 6.
제 2 항에 있어서,

상기 압력 합체된 어셈블리를 저온 어닐링하는 단계 f)를 더 포함하는,타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.
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청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 인서트는 Cu-Ni을 포함하고, 상기 타겟은 Ti를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 인서트는 1-50% Ni를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 9.
제 1 항에 있어서,

상기 인서트는 NiV를 포함하고, 상기 타겟은 Co를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 10.
제 1 항에 있어서,

상기 어셈블리의 상기 압력 합체 단계는 약 100℃ 보다 낮은 저온의 조건들 하에서 수행되는, 타겟 및 백킹 플레이트 

접합 방법.

청구항 11.
스퍼터링될 금속 또는 합금으로 구성된 타겟 및 밑에 있는 금속 백킹 플레이트 부재를 포함하는 본딩된 스퍼터 타겟 

및 백킹 플레이트 어셈블리를 준비하는 방법에서, 상기 타겟 및 백킹 플레이트를 짝이되는 표면들을 따라 접합하는 

방법에 있어서,

a) 상기 짝이되는 표면들 중 적어도 하나에 복수의 수 돌출부들 및 상기 짝이되는 표면들 중 다른 하나에 복수의 암 

홈들을 형성하는 단계,

b) 상기 짝이되는 표면들에 의해 규정된 인터페이스를 갖는 어셈블리를 형성하도록 서로 인접한 상기 타겟 및 백킹 

플레이트를 배치하는 단계로서, 상기 타겟은 Ti 및 Ti 합금들을 포함하고, 상기 백킹 플레이트는 Cu-Ni를 포함하는, 

상기 배치 단계, 및

c) 상기 수 돌출부들이 상기 암 홈들로 마찰 끼워맞춰지도록 저온 조건들 하에서 상기 어셈블리를 압력 합체하는 단

계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 12.
제 11 항에 있어서,

상기 어셈블리의 상기 주변 경계에 가까운 상기 어셈블리를 본딩하는 추가적인 단계 d)를 포함하는, 타겟 및 백킹 플

레이트 접합 방법.

청구항 13.
제 12 항에 있어서,

상기 단계 d)는 상기 단계 b) 이후 및 상기 단계 c) 이전에 수행되는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 14.
제 13 항에 있어서,

상기 단계 d)는 상기 어셈블리의 e 빔 웰딩 단계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 15.
제 12 항에 있어서,

상기 단계 d)는 상기 주변 경계에 인접하여 위치된 고리모양의 존에 따라 상기 타겟 및 상기 백킹 플레이트를 e 빔 웰

딩하는 단계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.
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청구항 16.
제 12 항에 있어서,

상기 압력 합체된 어셈블리를 저온 어닐링하는 단계 e)를 더 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 17.
제 12 항에 있어서,

상기 백킹 플레이트는 1-50% Ni를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 18.
제 12 항에 있어서,

상기 어셈블리의 상기 압력 합체 단계는 약 100℃ 보다 낮은 저온의 조건들 하에서 수행되는, 타겟 및 백킹 플레이트 

접합 방법.

청구항 19.
스퍼터링될 금속 또는 합금으로 구성된 타겟 및 밑에 있는 금속 백킹 플레이 트 부재를 포함하는 본딩된 스퍼터 타겟 

및 백킹 플레이트 어셈블리를 준비하는 방법에서, 상기 타겟 및 백킹 플레이트를 짝이되는 표면들을 따라 접합하는 

방법에 있어서,

a) 상기 짝이되는 표면들 중 적어도 하나에 복수의 수 돌출부들 및 상기 짝이되는 표면들 중 다른 하나에 복수의 암 

홈들을 형성하는 단계,

b) 상기 짝이되는 표면들에 의해 규정된 인터페이스를 갖는 어셈블리를 형성하도록 서로 인접한 상기 타겟 및 백킹 

플레이트를 배치하는 단계로서, 상기 타겟은 Ta 및 Ta 합금들을 포함하고, 상기 백킹 플레이트는 Ti 및 Ti 합금들의 

그룹으로부터 선택된 재료를 포함하는, 상기 배치 단계, 및

c) 상기 수 돌출부들이 상기 암 홈들로 마찰 끼워맞춰지도록 저온 조건들 하에서 상기 어셈블리를 압력 합체하는 단

계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 20.
제 19 항에 있어서,

상기 어셈블리의 상기 주변 경계에 가까운 상기 어셈블리를 본딩하는 추가적인 단계 d)를 포함하는, 타겟 및 백킹 플

레이트 접합 방법.

청구항 21.
제 19 항에 있어서,

상기 단계 d)는 상기 단계 b) 이후 및 상기 단계 c) 이전에 수행되는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 22.
제 21 항에 있어서,

상기 단계 d)는 상기 어셈블리의 e 빔 웰딩 단계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 23.
제 20 항에 있어서,

상기 단계 d)는 상기 주변 경계에 인접하여 위치된 고리모양의 존에 따라 상기 타겟 및 상기 백킹 플레이트를 e 빔 웰

딩하는 단계를 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.

청구항 24.
제 20 항에 있어서,

상기 압력 합체된 어셈블리를 저온 어닐링하는 단계 e)를 더 포함하는, 타겟 및 백킹 플레이트 접합 방법.
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청구항 25.
제 19 항에 있어서,

상기 어셈블리의 상기 압력 합체 단계는 약 100℃ 보다 낮은 저온의 조건들 하에서 수행되는, 타겟 및 백킹 플레이트 

접합 방법.

청구항 26.
Ti, Co, 및 그의 합금들로 구성된 그룹으로부터 선택된 재료를 포함하는 타겟과, Cu-1%Cr을 포함하는 백킹 플레이

트를 포함하는 조합체에 있어서,

상기 타겟 및 백킹 플레이트는 각각의 짝이되는 표면들에 의해 규정된 평면을 따라 짝이되고, 복수의 수 돌출부들이 

상기 짝이되는 표면들 중 하나에 형성되고, 복수의 대응하는 암 홈들이 상기 짝이되는 표면들 중 다른 하나에 형성되

고, 상기 타겟 및 백킹 플레이트는 상기 짝이되는 표면들에 따라 형성되고 상기 수 돌출부들 및 상기 암 홈들을 둘러

싸는 주변 경계를 더 포함하고, 본딩가능한 인서트 재료가 상기 주변 경계에 배치되며, 상기 수 돌출부들은 상기 암 홈

들로 강제적으로 끼워맞춰지는, 조합체.

청구항 27.
제 26 항에 있어서,

상기 인서트는 Cu-Ni를 포함하고, 상기 타겟은 Ti를 포함하는, 조합체.

청구항 28.
제 27 항에 있어서,

상기 인서트는 1-50% Ni를 포함하는, 조합체.

청구항 29.
제 26 항에 있어서,

상기 인서트는 NiV를 포함하고, 상기 타겟은 Co를 포함하는, 조합체.

청구항 30.
Ti 및 Ti 합금들을 포함하는 타겟과, Cu-Ni를 포함하는 백킹 플레이트를 포함하는 조합체에 있어서,

상기 타겟 및 백킹 플레이트는 각각의 짝이되는 표면들에 의해 규정된 평면 을 따라 짝이되고, 복수의 수 돌출부들이 

상기 짝이되는 표면들 중 하나에 형성되고 복수의 대응하는 암 홈들이 상기 짝이되는 표면들 중 다른 하나에 형성되

며, 상기 수 돌출부들은 상기 암 홈들로 강제적으로 끼워맞춰지는, 조합체.

청구항 31.
제 30 항에 있어서,

상기 백킹 플레이트는 1-50% Ni를 포함하는, 조합체.

청구항 32.
Ta 및 Ta 합금들을 포함하는 타겟과, Ti-Cp 및 Ti 합금들로 구성된 그룹으로부터 선택된 재료를 포함하는 백킹 플레

이트를 포함하는 조합체에 있어서,

상기 타겟 및 백킹 플레이트는 각각의 짝이되는 표면들에 의해 규정된 평면을 따라 짝이되고, 복수의 수 돌출부들이 

상기 짝이되는 표면들 중 하나에 형성되고 복수의 대응하는 암 홈들이 상기 짝이되는 표면들 중 다른 하나에 형성되

며, 상기 수 돌출부들은 상기 암 홈들로 강제적으로 끼워맞춰지는, 조합체.

도면
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